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 Дисциплина:
 Полупроводниковые СВЧ приборы

Рис. 8а

Тема 2. 
Диоды с переменной емкостью



Рис. 9
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Типы диодов с переменной емкостью

Название Назначение Типичные значения 
емкости (пФ)

Параметри-
ческий диод

Усиление слабых 
сигналов 0,01 – 0,1

Варактор 
(умножитель-

ный диод)
Умножение частоты 0,1 – 1

Варикап 
(настроечный 

диод)

Перестройка частоты; 
частотная модуляция 1 – 10

Рис. 9в



Усиление с помощью двухполюсника

Рис. 9г
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Параметрический диод (модель)

Рис. 10
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Рис. 10в

Усиление с помощью ПД в двухконтурной схеме

Учтем:

Принимаем условно: Uобр >0

Допущения:



Усиление с помощью ПД в двухконтурной схеме (продолжение)

Обозначим:

ω1 = 2 ω2Зададим:

ϕ2 = π / 4Зададим:

Рис. 10г



Рис. 10д

Принцип усиления в трехконтурной схеме
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ω3 = ω1 –  

ω2

2) [U1, ω1] + [U3, ω3] ⇒

1) [U1, ω1] + [U2, ω2] ⇒ [U3, ω3]; 

Упрощенно:

[ω1] + [ω2] ⇒ [n ω1 ± m ω2 
] 
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